
Bay Are

Append

Test Inf

Environ

T

Test Eq

Manu

R

Mic

Minl

R

B

A

TDK

* Statem

traceabl

ea Complianc

dix A 

formation: 

Serial N

Test S

Tes

nmental Co

Temperature: 

(°C): 

quipment Li

ufacturer 

R&S 

cro-Coax 

l-Clrcuits 

R&S 

BACL 

All-sun 

K-Lambda 

ment of Trace

le to National 

ce Laboratorie

No.:  2PWI-

Site:  RF 

ster:  Loge L

onditions: 

26.6~

ist and Deta

Descrip

Spectrum A

Coaxial 

Coaxial 

Splitte

Comb

Wideband

Commun

Test

TEMP&HU

Cham

Clamp M

DC Power

ability: Bay A

Primary Stan

es Corporation

-1 

Long 

~27.6 

ails: 

ption 

Analyzer 

Cable 

Power 

ers & 

biner 

d Radio 

nication 

ter 

UMI Test 

mber 

Meter 

r Supply 

Area Complian

ndards and Int

n(Dongguan)

Relative Hu

Model

FSV40

UFB205A

ZFRSC-183

CMW500

BTH-150-4

EM305A

Z+60-14

nce Laborator

ternational Sy

T

Te

Tes

umidity:

(%)

Se

A  3

-S+  S

0  

40 

A 

4  F-

ries Corp. (Do

ystem of Units

Test Date: 20

st Mode: T

st Result: P

53~62 

erial Number

101461 

323308-012

SF448201614

144976 

30173 

8348897 

-08-EM038-1

ongguan) attes

 (SI). 

024/08/24~20

Transmitting 

ass 

ATM P

r  Calibr

202

202

202

202

202

202

 

sts that all cal

Report No.:2

024/08/28 

Pressure: 

(kPa) 

ration Date 

23/11/27 

24/01/02 

24/02/25 

23/10/18 

23/10/18 

24/08/03 

N/A 

librations hav

2402W51421E

Pag

99.8~10

Calibrati

Da

2024/1

2025/0

2025/0

2024/1

2024/1

2025/0

N/A

ve been perfor

E-RF-00D 

ge1 of 19 

00.9 

ion Due 

te 

11/26 

01/01 

02/24 

10/17 

10/17 

08/02 

A 

rmed, 



Bay Are

Freque
 

IC RSS

 

GSM 85

E

E

E

E

E

E

E

E

ea Complianc

ency stability

S 132 

50 

Mod

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

DGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

ce Laboratorie

y vs. temper

de 

w_TN/VN 

w_T1/VN 

w_T2/VN 

w_T3/VN 

w_T4/VN 

w_T5/VN 

w_T6/VN 

w_T7/VN 

w_T8/VN 

w_TN/VH 

w_TN/VL 

h_TN/VN 

h_T1/VN 

h_T2/VN 

h_T3/VN 

h_T4/VN 

h_T5/VN 

h_T6/VN 

h_T7/VN 

h_T8/VN 

h_TN/VH 

h_TN/VL 

Solt1_TN/VN 

Solt1_T1/VN 

Solt1_T2/VN 

Solt1_T3/VN 

Solt1_T4/VN 

Solt1_T5/VN 

Solt1_T6/VN 

Solt1_T7/VN 

es Corporation

rature &Fre

n(Dongguan)

equency stab

Value

(MHz)

824.017

824.017

824.026

824.011

824.020

824.029

824.032

824.044

824.035

824.044

824.044

848.904

848.922

848.90

848.919

848.916

848.925

848.949

848.937

848.952

848.928

848.934

824.034

824.043

824.043

824.052

824.034

824.058

824.073

824.067

bility vs. vol

) 

7  

7  

6  

1  

0  

9  

2  

4  

5  

4  

4  

4  

2  

1  

9  

6  

5  

9  

7  

2  

8  

4  

4  

3  

3  

2  

4  

8  

3  

7  

tage Compl

L

(M

liance 

Limit 

MHz) 

824 

824 

824 

824 

824 

824 

824 

824 

824 

824 

824 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

824 

824 

824 

824 

824 

824 

824 

824 

Report No.:22402W51421E

Pag

Result

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

E-RF-00D 

ge2 of 19 



Bay Are

E

E

E

ED

E

E

E

E

E

E

E

E

ED

ED
 
Note: 

TN: 20°

VN: No
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ea Complianc

Mod

EDGE_Low_S

DGE_Low_S

EDGE_Low_S

DGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

DGE_High_S

DGE_High_S

°C; T1: -30°C

rmal Voltage

ce Laboratorie

de 

Solt1_T8/VN 

Solt1_TN/VH 

Solt1_TN/VL 

Solt1_TN/VN 

Solt1_T1/VN 

Solt1_T2/VN 

Solt1_T3/VN 

Solt1_T4/VN 

Solt1_T5/VN 

Solt1_T6/VN 

Solt1_T7/VN 

Solt1_T8/VN 

Solt1_TN/VH 

Solt1_TN/VL 

C; T2: -20°C; 

e; VL: Low V

es Corporation

T3: -10°C; T

Voltage; VH: H

n(Dongguan)

Value

(MHz)

824.067

824.06

824.082

848.918

848.936

848.927

848.918

848.924

848.942

848.966

848.954

848.945

848.95

848.960

T4: 0°C; T5: 1

High Voltage

) 

7  

1  

2  

8  

6  

7  

8  

4  

2  

6  

4  

5  

1  

0  

10°C; T6: 30°

. 

L

(M

°C; T7: 40°C

Limit 

MHz) 

824 

824 

824 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

849 

C; T8: 50°C. 

Report No.:22402W51421E

Pag

Result

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

E-RF-00D 

ge3 of 19 



Bay Are

IC RSS
 

GSM 19

EDG

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

EDG

ED

Note: 

Frequen

TN: 20°

VN: No
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ea Complianc

S 133 

900 

Mod

GSM_Middle

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middle

GSM_Middle

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

ncy Error (pp

°C; T1: -30°C

rmal Voltage

ce Laboratorie

de 

e_TN/VN 

e_T1/VN 

e_T2/VN 

e_T3/VN 

e_T4/VN 

e_T5/VN 

e_T6/VN 

e_T7/VN 

e_T8/VN 

e_TN/VH 

e_TN/VL 

Solt1_TN/VN

Solt1_T1/VN 

Solt1_T2/VN 

Solt1_T3/VN 

Solt1_T4/VN 

Solt1_T5/VN 

Solt1_T6/VN 

Solt1_T7/VN 

Solt1_T8/VN 

Solt1_TN/VH

Solt1_TN/VL 

pm)=Frequen

C; T2: -20°C; 

e; VL: Low V

es Corporation

Fre

N 

H 

ncy Error (M

T3: -10°C; T

Voltage; VH: H

n(Dongguan)

quency Erro

(Hz) 

-9.84 

3.94 

-6.41 

-8.15 

-4.24 

5.42 

-8.41 

-2.30 

-5.09 

8.61 

-4.94 

9.83 

-6.63 

2.29 

-3.17 

-4.21 

3.42 

-5.14 

-9.07 

1.68 

-6.54 

-6.08 

MHz)/Test Cha

T4: 0°C; T5: 1

High Voltage

r Freq

annel(MHz)*

10°C; T6: 30°

. 

quency Error

(ppm) 

-0.005 

0.002 

-0.003 

-0.004 

-0.002 

0.003 

-0.004 

-0.001 

-0.003 

0.005 

-0.003 

0.005 

-0.004 

0.001 

-0.002 

-0.002 

0.002 

-0.003 

-0.005 

0.001 

-0.003 

-0.003 

*106 

°C; T7: 40°C

L

(

C; T8: 50°C. 

Report No.:2

Limit 

(ppm) 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

2402W51421E

Pag

Res

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

E-RF-00D 

ge4 of 19 

sult 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 



Bay Are

FCC Pa
 

GSM 85

EDG

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

ED

EDG

ED
 
Note: 

Frequen

TN: 20°

VN: No

ea Complianc

art 22H 

50 

Mod

GSM_Middle

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middl

GSM_Middle

GSM_Middle

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

GE_Middle_S

ncy Error (pp

°C; T1: -30°C

rmal Voltage

ce Laboratorie

de 

e_TN/VN 

e_T1/VN 

e_T2/VN 

e_T3/VN 

e_T4/VN 

e_T5/VN 

e_T6/VN 

e_T7/VN 

e_T8/VN 

e_TN/VH 

e_TN/VL 

Solt1_TN/VN

Solt1_T1/VN 

Solt1_T2/VN 

Solt1_T3/VN 

Solt1_T4/VN 

Solt1_T5/VN 

Solt1_T6/VN 

Solt1_T7/VN 

Solt1_T8/VN 

Solt1_TN/VH

Solt1_TN/VL 

pm)=Frequen

C; T2: -20°C; 

e; VL: Low V

es Corporation

Fre

N 

H 

ncy Error (M

T3: -10°C; T

Voltage; VH: H

n(Dongguan)

quency Erro

(Hz) 

5.3 

2.4 

5.5 

9.6 

5.9 

5.7 

7.8 

8.4 

7.2 

3.7 

6.4 

6.7 

5.7 

5.5 

10.1 

7.0 

16.2 

16.1 

8.5 

6.5 

13.7 

11.7 

MHz)/Test Cha

T4: 0°C; T5: 1

High Voltage

r Freq

annel(MHz)*

10°C; T6: 30°

. 

quency Error

(ppm) 

0.006 

0.003 

0.007 

0.011 

0.007 

0.007 

0.009 

0.010 

0.009 

0.004 

0.008 

0.008 

0.007 

0.007 

0.012 

0.008 

0.019 

0.019 

0.010 

0.008 

0.016 

0.014 

*106 

°C; T7: 40°C

L

(

C; T8: 50°C. 

Report No.:2

Limit 

(ppm) 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

±2.5 

2402W51421E

Pag

Res

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

E-RF-00D 

ge5 of 19 

sult 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 



Bay Are

FCC Pa
 

GSM 19

E

E

E

E

E

E

E

E

E

ea Complianc

art 24E 

900 

Mod

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_Low

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

GSM_High

DGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

EDGE_Low_S

ce Laboratorie

de 

w_TN/VN 

w_T1/VN 

w_T2/VN 

w_T3/VN 

w_T4/VN 

w_T5/VN 

w_T6/VN 

w_T7/VN 

w_T8/VN 

w_TN/VH 

w_TN/VL 

h_TN/VN 

h_T1/VN 

h_T2/VN 

h_T3/VN 

h_T4/VN 

h_T5/VN 

h_T6/VN 

h_T7/VN 

h_T8/VN 

h_TN/VH 

h_TN/VL 

Solt1_TN/VN 

Solt1_T1/VN 

Solt1_T2/VN 

Solt1_T3/VN 

Solt1_T4/VN 

Solt1_T5/VN 

Solt1_T6/VN 

Solt1_T7/VN 

Solt1_T8/VN 

es Corporationn(Dongguan)

Value

(MHz)

1850.08

1850.08

1850.07

1850.07

1850.08

1850.08

1850.08

1850.07

1850.07

1850.07

1850.07

1909.92

1909.92

1909.93

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1850.08

1850.08

1850.07

1850.07

1850.07

1850.07

1850.08

1850.07

1850.07

) 

80 

81 

79 

78 

81 

80 

80 

78 

79 

79 

78 

25 

27 

33 

22 

26 

26 

21 

25 

25 

26 

28 

81 

82 

79 

72 

77 

79 

82 

77 

79 

L

(M

Limit 

MHz) 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

1850 

Report No.:22402W51421E

Pag

Result

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

E-RF-00D 

ge6 of 19 



Bay Are

E

E

ED

E

E

E

E

E

E

E

E

ED

ED
 
Note: 

TN: 20°

VN: No

ea Complianc

Mod

DGE_Low_S

EDGE_Low_S

DGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

EDGE_High_S

DGE_High_S

DGE_High_S

°C; T1: -30°C

rmal Voltage

ce Laboratorie

de 

Solt1_TN/VH 

Solt1_TN/VL 

Solt1_TN/VN 

Solt1_T1/VN 

Solt1_T2/VN 

Solt1_T3/VN 

Solt1_T4/VN 

Solt1_T5/VN 

Solt1_T6/VN 

Solt1_T7/VN 

Solt1_T8/VN 

Solt1_TN/VH 

Solt1_TN/VL 

C; T2: -20°C; 

e; VL: Low V

es Corporation

T3: -10°C; T

Voltage; VH: H

n(Dongguan)

Value

(MHz)

1850.08

1850.08

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

1909.92

T4: 0°C; T5: 1

High Voltage

) 

80 

82 

24 

23 

27 

22 

25 

25 

24 

20 

25 

23 

24 

10°C; T6: 30°

. 

L

(M

°C; T7: 40°C

Limit 

MHz) 

1850 

1850 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

1910 

C; T8: 50°C. 

Report No.:22402W51421E

Pag

Result

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

Pass 

E-RF-00D 

ge7 of 19 



Bay Are

Occupi
 

FCC Pa
 

GSM 85

ea Complianc

ied Bandwid

art 22H  &

50 , Normal 

M

GSM

GSM_

GSM

EDGE_L

EDGE_M

EDGE_H

ce Laboratorie

dth 

&  IC RSS 13

ode 

M_Low 

_Middle 

M_High 

Low_Solt1 

iddle_Solt1 

High_Solt1 

es Corporation

32  

n(Dongguan)

99% OBW

(MHz) 

0.244 

0.247 

0.246 

0.241 

0.242 

0.240 

 

Report No.:2

EB

(M

0.

0.

0.

0.

0.

0.

2402W51421E

Pag

BW 

MHz) 

310 

316 

315 

311 

311 

310 

E-RF-00D 

ge8 of 19 



Bay Are

 

GSM 8

ea Complianc

850 , Normal

G

EDGE

ce Laboratorie

l 

GSM_Low 0

GSM_High 0

E_Middle_S

es Corporation

0.244MHz 

0.246MHz 

Solt1 0.242M

n(Dongguan)

MHz 

E

E

GSM_Mid

EDGE_Low_

EDGE_High_

Report No.:2

ddle 0.247M

_Solt1 0.241

_Solt1 0.240

2402W51421E

Pag

Hz 

MHz 

0MHz 

E-RF-00D 

ge9 of 19 

 

 

 



Bay Are

FCC Pa
 

GSM 19

ea Complianc

art 24E  &

900 , Normal 

M

GSM

GSM_

GSM

EDGE_L

EDGE_M

EDGE_H

ce Laboratorie

&  IC RSS 1

ode 

M_Low 

_Middle 

M_High 

Low_Solt1 

iddle_Solt1 

High_Solt1 

es Corporation

133 

n(Dongguan)

99% OBW

(MHz) 

0.247 

0.248 

0.245 

0.241 

0.240 

0.240 

 

Report No.:2

EB

(M

0.

0.

0.

0.

0.

0.

2402W51421E

Page

BW 

MHz) 

311 

319 

303 

314 

300 

311 

E-RF-00D 

e10 of 19 



Bay Are

 

GSM 1

ea Complianc

900 , Norma

G

EDGE

ce Laboratorie

al 

GSM_Low 0

GSM_High 0

E_Middle_S

es Corporation

0.247MHz 

0.245MHz 

Solt1 0.240M

n(Dongguan)

MHz 

E

E

GSM_Mid

EDGE_Low_

EDGE_High_

Report No.:2

ddle 0.248M

_Solt1 0.241

_Solt1 0.240

2402W51421E

Page

Hz 

MHz 

0MHz 

E-RF-00D 

e11 of 19 

 

 

 



Bay Are

RF Out
 

FCC Pa
 

GSM 85

 
Note: 

ERP = C

GT(dBd

1.Ant G

ea Complianc

tput Power 

art 22H  &

50 , Normal 

Mod

GSM_L

GSM_M

GSM_H

GPRS_Low

GPRS_Low

GPRS_Low

GPRS_Low

GPRS_Midd

GPRS_Midd

GPRS_Midd

GPRS_Midd

GPRS_Hig

GPRS_Hig

GPRS_Hig

GPRS_Hig

EDGE_Low

EDGE_Low

EDGE_Low

EDGE_Low

EDGE_Midd

EDGE_Midd

EDGE_Midd

EDGE_Midd

EDGE_Hig

EDGE_Hig

EDGE_Hig

EDGE_Hig

Conducted Po

d) = GT(dBi) -

Gain = -1dBi; 

ce Laboratorie

& IC RSS 13

de 

Low 

Middle 

High 

w_Solt1 

w_Solt2 

w_Solt3 

w_Solt4 

dle_Solt1 

dle_Solt2 

dle_Solt3 

dle_Solt4 

h_Solt1 

h_Solt2 

h_Solt3 

h_Solt4 

w_Solt1 

w_Solt2 

w_Solt3 

w_Solt4 

dle_Solt1 

dle_Solt2 

dle_Solt3 

dle_Solt4 

gh_Solt1 

gh_Solt2 

gh_Solt3 

gh_Solt4 

ower(dBm) - 

- 2.15 

es Corporation

2 

Pea

P

LC(dB) + GT

n(Dongguan)

ak Conducted

Power(dBm)

32.68 

32.64 

32.55 

32.80 

30.79 

28.79 

26.83 

32.64 

30.52 

28.47 

26.54 

32.52 

30.26 

28.14 

26.19 

25.83 

24.54 

21.68 

19.93 

25.63 

24.52 

21.70 

19.98 

25.77 

24.44 

21.78 

20.01 

T(dBd) 

d ERP 

(dBm) 

29.43 

29.39 

29.30 

29.55 

27.54 

25.54 

23.58 

29.39 

27.27 

25.22 

23.29 

29.27 

27.01 

24.89 

22.94 

22.58 

21.29 

18.43 

16.68 

22.38 

21.27 

18.45 

16.73 

22.52 

21.19 

18.53 

16.76 

Lim

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Report No.:2

mit(dBm) 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

38.45 

2402W51421E

Page

Res

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

E-RF-00D 

e12 of 19 

sult 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 



Bay Are

2.CL = s

ea Complianc

signal attenua

ce Laboratorie

ation in the co

es Corporation

onnecting cab

n(Dongguan)

ble between tthe transmittter and antenna in 0.1dB 

Report No.:22402W51421E

Page

E-RF-00D 

e13 of 19 



Bay Are

FCC Pa
 

GSM 19

 
Note: 

EIRP = 

1.Ant G

2.CL = s

ea Complianc

art 24E  &

900 , Normal 

Mod

GSM_L

GSM_M

GSM_H

GPRS_Low

GPRS_Low

GPRS_Low

GPRS_Low

GPRS_Midd

GPRS_Midd

GPRS_Midd

GPRS_Midd

GPRS_Hig

GPRS_Hig

GPRS_Hig

GPRS_Hig

EDGE_Low

EDGE_Low

EDGE_Low

EDGE_Low

EDGE_Midd

EDGE_Midd

EDGE_Midd

EDGE_Midd

EDGE_Hig

EDGE_Hig

EDGE_Hig

EDGE_Hig

Conducted P

Gain = 0.5dBi;

signal attenua

ce Laboratorie

&  IC RSS 1

de 

Low 

Middle 

High 

w_Solt1 

w_Solt2 

w_Solt3 

w_Solt4 

dle_Solt1 

dle_Solt2 

dle_Solt3 

dle_Solt4 

h_Solt1 

h_Solt2 

h_Solt3 

h_Solt4 

w_Solt1 

w_Solt2 

w_Solt3 

w_Solt4 

dle_Solt1 

dle_Solt2 

dle_Solt3 

dle_Solt4 

gh_Solt1 

gh_Solt2 

gh_Solt3 

gh_Solt4 

Power(dBm) 

; 

ation in the co

es Corporation

133 

Pea

P

- LC(dB) + G

onnecting cab

n(Dongguan)

ak Conducted

Power(dBm)

29.65 

29.42 

29.15 

29.68 

27.50 

25.84 

23.78 

29.43 

27.13 

25.55 

23.47 

29.18 

26.63 

25.03 

22.96 

25.40 

23.75 

21.13 

18.36 

25.32 

23.61 

21.07 

18.23 

25.42 

23.67 

21.11 

18.36 

GT(dBi) 

ble between t

d 

the transmitt

EIRP 

(dBm) 

29.95 

29.72 

29.45 

29.98 

27.80 

26.14 

24.08 

29.73 

27.43 

25.85 

23.77 

29.48 

26.93 

25.33 

23.26 

25.70 

24.05 

21.43 

18.66 

25.62 

23.91 

21.37 

18.53 

25.72 

23.97 

21.41 

18.66 

ter and anten

Lim

na in 0.2dB 

Report No.:2

mit(dBm) 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

2402W51421E

Page

Res

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

Pa

E-RF-00D 

e14 of 19 

sult 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 

ass 



Bay Are

Out of 
 

FCC Pa
 

GSM 8

ea Complianc

band emissi

art 22H  &

850 , Normal

G

EDG

ce Laboratorie

ion,Band Ed

&  IC RSS 1

l 

GSM_Low -

GE_Low_So

es Corporation

dge 

132 

-14.47dBm 

lt1 -26.33dB

n(Dongguan)

Bm  E

GSM_Hig

EDGE_High_

Report No.:2

gh -18.33dB

_Solt1 -28.06

2402W51421E

Page

m 

6dBm 

E-RF-00D 

e15 of 19 

 

 



Bay Are

FCC Pa
 

GSM 1

ea Complianc

art 24E  &

900 , Norma

G

EDG

ce Laboratorie

&  IC RSS 1

al 

GSM_Low -

GE_Low_So

es Corporation

133 

-21.64dBm 

lt1 -28.45dB

n(Dongguan)

Bm  E

GSM_Hig

EDGE_High_

Report No.:2

gh -20.61dB

_Solt1 -25.09

2402W51421E

Page

m 

9dBm 

E-RF-00D 

e16 of 19 

 

 



Bay Are

Spuriou
 

FCC Pa

GSM 8

ea Complianc

us Emission

art 22H  &

850 , Normal

ce Laboratorie

ns at Antenn

&  IC RSS 1

l 

Below

Below

es Corporation

na Terminal 

132 

w 1G 

w 1G 

n(Dongguan)

 

G

 

GSM_Low

GSM_Midd

w 

dle 

Ab

Ab

Report No.:2

bove 1G 

bove 1G 

2402W51421E

Page

E-RF-00D 

e17 of 19 

 

 



Bay Areea Compliancce Laboratorie

Below

es Corporation

w 1G 

n(Dongguan)

GSM_High

 

h 

Ab

Report No.:2

bove 1G 

2402W51421E

Page

E-RF-00D 

e18 of 19 

 



Bay Are

FCC Pa

GSM 1

 

ea Complianc

art 24E  &

900 , Norma

ce Laboratorie

&  IC RSS 1

al 

Below

Below

Below

es Corporation

133 

w 1G 

w 1G 

w 1G 

n(Dongguan)

 

G

 

 

GSM_Low

GSM_Midd

GSM_High

w 

dle 

h 

Ab

Ab

Ab

Report No.:2

bove 1G 

bove 1G 

bove 1G 

2402W51421E

Page

E-RF-00D 

e19 of 19 

 

 

 


